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(54) Zplasob 2fhéni implantovanych vrstev

Otelem YeSeni je odstran&ni problémd
spojenych se #fhdnim poimplantadnich defektu
a soudasnd zvyg¥en{ vyté&Znosti integrovanych
obvodli. Uvedendho tG&elu se dosdhne tim, Ze
polovodi&ové destidky se vloZ{ do difdzni
pece vyh¥4té na pracovni teplotu 700 aZ
1300 °C za dobu krat$i neZ 5 s, poté se pro-
vadi ¥fh&nf po dobu 1 a%¥ 1 000 s, naleZ se
polovodidové desti&ky vyjmou z diftdzni pece
za dobu del3{ ne¥ 1 s. Pro uloZeni polovo-
diZovych destilek se poufije lodilka, kterd
dr3{ polovodidové destilky rovnob&in& s osou
difdzni pece jen v jedné vrstvé a nestinf
dopadu z&Feni ze st&n difdzni pece. ReSeni
lze vyu¥it p¥i vyrobé tranzistori, bipoldr-
nich i unipolérnich integrovanych obvodi
a dalsfch polovodifovych souldstek.
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Vyndlez se tykd zpisobu 3ih&n{ implantovanych vrstev v diftzn{ peci.

U integrovanych obvodd vysoké slo%itosti Je trend zmen¥ovéni horizontdlnich i vertikdl-
nich rozmérd pouZitych polovodi&ovych prvkl. VyZadujf se plyt3{ pfechody PN, vy%§1 dopovaci
Grovnd, lepsi homogenita a reprodukovatelnost legovanych oblast{. Tyto po¥adavky nejlépe
spliuje iotové implantace. Jeji hlavni nevyhodou je vznik radia®niho poZkozeni kFemikového
substrdtu v pribdhu brzddni implantovaného iontu. '

Po implantaci ndsleduje 3{h4ni, cilem kterého je aktivovat implantované pfimési a
soudasnd obnovit poruSenou krystalografickou strukturu. v souasné dobd se k¥emikové desky
s implantovanou vrstvou ¥{hajf v difdznich pecich na k¥emennych nebo k¥emikovych lodi&kdch.
Kfemf{kové desky jsou na lodice uspofadédny za sebou tak, %e osa difdzni trubice je kolmé
na jejich povrch. PEi rychlém zasunut{ nebo rychlém vytaZent t&sné za sebou uspofadanych
desek z diftzn{ pece vznikaji radidlni teplotni gradienty, zpisobené vzdjemnym radia&nim-
sti{nénim k¥emfkovych desek.

P¥i ochlazovédni, které zévisi na vyza¥ovén{ tepla do okoli, dochdzf v disledku radia&niho
stin&ni k zachytavéani tepla ve stfednich oblastech desek a tim i ke zvysen{ teploty stfedu
desek. P¥i oh¥evu maj{ naopak vy&§1 teplotu okraje desek. Teplotni gradienty vyvolévajl
vnit#ni napst{ v k¥emikovych deskdch, které se pii ptekroleni meze pruZnosti kfemiku uvolhuje
prost¥ednictvim skluzu segmentd desky a vzniku krystalografickych defektd. Takto deformované
desky maji vy83{ Zetnost zkratu kolektor - emitor a soudasné s tim souvisejfci niZ3f vytéi-
nost funk&nich polovodiZovych souddstek. Proto se v soudasné dobd pouzfvaj{ p¥i %fhéni
v difdzni peci pomalé ndristy a poklesy teploty.

Tento postup viak neumoffiuje aktivaci m#lkgch implantovanych vrstev s rychlym niridstem
%{hac{ teploty a p¥i dostate&nd vysoké Zfhaci teplotd. Tyto podminky jsou nutné pro dokonalé
vy%ihéni poimplanta&nich defektil.

Krystalografické defekty v implantovanych vrstvéch pak zpisobuj{ zvy¥eni zdvé&rného
proudu PN pfechodu, zvysen{ Bumu a sniZeni vytéinosti polovoditovych souldstek.

vyde uvedené nedostatky odstrafiuje zpisob #{h4ni implantovanych vrstev v difdzni
peci podle vynédlezu, jehoZ podstata spotivd v tom, Ze polovodi&ové destilky se vlo%{ do
difdzni pece vyhidté na pracovni teplotu 700 a2 1 300 © C za dobu krat3{ ne% 5 s, poté se
provadi 3{hén{ po dobu 1 a% 1 000 s, nade? se polovodiZové destilky vyjmou z difdzni pece
za dobu del3{ neZ 1 s.

Pro ulofen{ polovodiZovych destitek se pouiije Jodidka, kterd drii polovodiZové destit-
ky rovnob&Zné s osou difdzn{ pece jen v jedné vrstvé a nestini dopadu zéfeni ze stdn diftzni
pece.

v¢hodou postupu podle vyndlezu e moZnost rychlého néristu sihaci teploty desek a
vysokd Zihaci teplota, kterd je nutnéd pro dokonalé vyZihé&ni poimplanta&nich defekti. Postup
umo#fiuje provaddt #fhani v kratkych Sasech od 1 s, co% je dule%ité p¥i vytvafeni mélkych
polovodidovgch struktur.

postup podle vynédlezu je vysvételn na p¥ikladu vytvaFeni m&lké nt vrstvy v kfemikové
desce, napf. emitoru bipolérniﬁo tranzistoru.

Na povrchu xfemikové desky se vytvoif{ vrstva 300 nm oxidu k¥emiku 5102 termickou
oxidaci. Oxidované k¥emfkovéd deska se litograficky zpracuje tak, Ze se odstrani vrstva
oxidu v plochdch, ve kterych m& byt vytvoiena zminénd ot vrstva. Druhou termickou oxidact
se vytvo¥i v plofe emitoru vrstva oxidu kiemiku 8i0, o tlousfce 20 nm. Provede se iontovd
implantace iontd arzenu O energii 80 keV a ddvce 3 . 1‘019 iontﬁ/mz, kterd pronik4 do emito-
rovych oblasti pfes vrstvu 20 nm oxidu kf¥emiku Si0,.
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Zih4n{ se provaddi na lodilce v difdzni peci tak, Ze na loditku se nejd¥ive uloZi pomocna
k¥emikovi deska leit&nou stranou dold a na ni se ulo%{ zpracovdvani kfemikovd deska funkdni
stranou nahoru. Lodifka se zasouvd do difuzni pece pomoci k¥emenného hd&ku po dobu 3 a% 5 s.
Viastn{ ¥fhin{ probfh4 po dobu 150 s v teplotd 1 200 °C v atmosfé¥e dusfku. Lodi&ka se v&souv&
z difizn{ pece po uplynuti doby Zihdn{ op&t pomoci k¥emenného ha&ku po dobu 3 a%¥ 5§ s.

PREDMET VYNALEGZU

1. Zptisob %1hdni implantovanych vrstev v difdzni peci za Glelem odstrandnf poimplantadnfch
defektl vyzna&enych tim, Ze polovodidové destilky se vloZf do difdzni pece vyh¥4té na pracov-
ni teplotu 700 a% 1 300 ©C za dobu krat¥i ne¥ 5 s,.poté se provdd{ Z{h&n{ po dobu 1 a%¥ 1 000 s,
naeZ se polovodidové destilky vyjmou z difuzn{ pece za dobu delZf neZ 1 s.

2. Zpisob podle bodu 1 vyznaleny tim, %e se pro uloZeni polovodifovych destilek poufije
lodi&ka, kterd drZfi polovodiové destifky rovnobéZné s osou difdznf pece jen v jedné vrstveé
a nestin{ dopadu z&¥eni ze stén difdzni pece.
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